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【背景】半導体デバイスの微細化・3次元化が進行する中で、高選択 Si3N4エッチングはゲート

スペーサー形成など半導体製造の中で重要なプロセスの 1つである。我々は、Si3N4エッチングに

使われる CH2F2、CH3Fより長い炭素鎖骨格を有する C4H9Fを開発し、C4H9Fを使用すると FinFET

のゲートスペーサーを良好にエッチングしたと報告した[1], [2]。本研究の目的は、様々な条件下で

の C4H9Fのエッチング特性の挙動を示し、そのエッチングメカニズムを明らかにすることである。 

【実験方法】実験装置には、60/2MHzの二周波励起容量結合型プラズマ装置を用いた。CH3F

または C4H9Fを用いて、Siウエハ上に形成された Si3N4、SiO2、poly-Siをエッチングした。選択

的に Si3N4がエッチングされる条件で、2MHzのバイアスパワーを増加させた。 

【結果・考察】2MHz バイアスパワーを増加させると、CH3Fは SiO2, poly-Siのエッチングが進

行した(Fig. 1)。一方、C4H9Fでは SiO2, poly-Si上のポリマーの堆積速度が上昇した(Fig. 2)。CH3F

では、SiO2、poly-Si表面に薄いポリマーが形成されて、基板表面までイオンが到達しエッチング

するが、C4H9Fでは、SiO2、poly-Si表面に厚いポリマーが形成されるために、基板表面までイオ

ンが届かず、さらにイオンによってポリマーの堆積が促進されたと考えられる。 

 

講演では Si3N4、SiO2、poly-Siに加えて、他の様々な膜とエッチング条件を変化させた場合にお

ける、CH3F、CH2F2、C4H9F エッチング特性の比較結果を報告する。さらに、四重極質量分析装

置を用いて、プラズマ中のイオン・ラジカルの解離挙動の解析結果の報告を行う。 
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Fig. 1. Dependence of Etching Rate  

on Bias Power with CH3F 

Fig. 2. Dependence of Etching Rate  

on Bias Power with C4H9F 
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